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Y v LA
75 50 0i00 -
750 700 01 . 0101
- 300 200 ' 0102
75 50 0110 -
750 100 1.0 . 0111
300 200 ' 0112
500 400 10,0 0174

1. Eigenschaften:
Yerlustieistung:
Wdrmewidersiond:

Grofie Kristalllemperaiur:
Lagertemp.- Bereich:
x Grofite DurchlaB-Spannung:

{ GréSier period. Spitzenstrom:
GroBter Stromstof3:

250'mW bei S+50°C tym,
04°C/mw

+150°C -

-55°C bis +150°( .

S 1V 58 25°C tumg und

100 mA Durchlafstrom
500mA.

1A (Einschaltspilze)-
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1.1

1.1.1.
1.1.2,
1.1.8.
1.14.

1.2
12.1.
122,
1.23.
12.4.
1.25.
1.286.
1.27.
128.
1.2.9.
1.2.10.

1.3.

13.1.
1.3.2
133
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
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Mechanische Ausfihrung:
Gehiuseant: JEDEC /OIN
Gehausewerksioff:
Gohiuszecberfiache:

Ancaniufidréhte (Dtbar varzinntivergoldet

Grenzwerte:
Sperrspannung:
Spitzen-Sperrspannung:
Stofizpannung:
Dauergrenzstrom:
Dureniai-Spitzenstrom:
Diirehian-Stromstol -
Veriustizisiung:
Terperaturoereich (Lagerung):
Sperrcchichtiamperatur:
Lotleiniperatur:

Kennwerte bei 25°C
DurchlaBspannung :
Sgernstrom:

Nennstrom:
Spernwiderstand:
Thermischer Widerstand:
Sperrschicht-Kapazitat:
Gehause-Kepazitat:
Rickwartserholzeit:

UObrige elektr.Werte nach

Seric 02%.
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Ui siche Tatelle V U, = 65 °C
Ugiess  (Si€he Talzile N = — ¢C
'FAv 3 A ig= 0 °C
lfsp 25 R fy= 45 <C
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P Y t,= — °C
s - 585 bise 150 °C
% - 55 bist {50 °C :
& — °C t= — s
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Kenndaten bei 25°C Umgebungstemperatur

. Y Cr, ’ iy e . .
Spitzen-Sperr-} Durchbruck- | Sperrstram é&'}/’y’%’—?ﬁfﬁ Hichstzul. - -
a1 ! - P /
Spannurng | Spannung KA Nigssrizhtung | Richtstrom yp
Y {(Usp) V> {boi U.iﬁl 1% mh
| 50 - 150 9200
200 . 400 : G359
<1. | <12, 600 . T
400 . E00 4544
700 . G20 ‘ 0507 -
1 Eigenschafter:
Hochstzul. period. Spitzenstrom : 5A.
Kéchstzul. StoBstrom S 304 _
Verlustieistung s TV bei=+50°C .
Héchste Aristaiitemparatur ¢ +150°C -
Warmewiderstand : H < 100°C/\v :
Temp. - Bereich : =55°C bis +150°C -

Schaltung ' : Einwegschaltung .
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Kenndaten bej 25°C M2:1
Uz £10%beiJz|  Rpbeidz. [P IMA) 3, 6rofitmas Typ
Volt mhA §2 mA Volt mA
56- | 100 {= 5 | 199 1. 160 . 13065
66 | 0. 1S § | Mj.i- 2 133 . 1306
82. | 100. 1= & | 190 35 110 . 1308
10 . 80- 1= 431 °5 5. 90 . 1317 -
12 69. 1S ;4.1 oL, 7 - 75 . 1312 -
15, N 7 60 - 5224
16 20 {251 % 9. 50 . 5326
22 . 20 124821 % 7 40 . 5328
27 . 20 |S438.] 74 3 3% . 5320
33 | 20 =, | & V4 | 27 5222
%F
§ 7 Figenschaften: .
Vertustleistung ~~ : Q= Uz-Jz -
. Q= 1W bei +50°C .
Wiarmeviderstand ¢ H = 100°CI W

hichste Kristalliempzratur

Temp.- Bereich -

Spannungsabfall in Durch-
laBrichtung:

: +150°C .
: =55°C bis +150°C -

: <13V bei 500mA .
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Kenndaten  bei 25°C tumd 11! Mz:1
U "Ry beily R, bei J, Jspbgum T, Gréftman Tip
el A
v Tol. Q mA §2 mA |x V mA
75 . 135% | 2- [mwo- | & | 0. 2. | 120 | 1307¢ )
1Eigsnscharlen :
Grenzdaten:
Verlustleisiung ' IV bS tumg £ 50T
GroBte Kristalltermpsratur 1+ 150°C-
Termperciursereich :=55°C bis 1150°C-
Grénisr Wirrmswidsrstand :IOO°C/W (Kristoll - Luft )

>’ qucf7[w<ﬂnnurg o . 757 D».f t,,ms 25°Cu. Jg =500 m4 -
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1. Eigenschaften

1.1.

14 26A4

Mechanische Ausfihrung
{ 1.1.1. Gehiuseart: JEDEC 003 /DIN —

112

Gehiusewerkstoff: HMefa//

1.1.3. Gehiuseoberfliche:

1.14,

j12

121,
122.

1.2.3.
1.2.4.
125,
1.2.6.

AnschluBdrihte I6tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Durchbruchstrom:
Verlustleistung:

Temperaturbereich (Lagerung):

Sperrschichttemperatur:
Léttemperatur:
Thermischer Widersiand :

113, Kennwerte bei 25°C~

18 47 . . *“‘—E‘:
) Q63 max. 56-45 ;;‘
> ) ~
B SH SIS g
' o Wik A L - A0
o 1 b1 QT
ket : Z 12 — /A
ode 3 Qe 7 “)’\3" ﬁﬂ'—:—’—""—:ﬁ Anoc.
—
- 1,3 max,
- 26,7-41,9 - \ 43,9 - 59,6
) Poloritats kennaeicher *
aufgesiempclt
Formel- Wert MeBbed
zeichen eBbedingung
Iz — A b, = —°C
P TOW! 6, = 25°C
P . —_—W 0 = —°C
s -55...+750°C
9 ' 750°C
n 245°C {t£ 55
“Riny 125 °C/W
Typ 1 U " ry I 7 max. I;s (¢2 10ms)
]
75264 | 43vi6n | 528 1 208 mA 7750 A
15264 |4%7V16l0| 528 | 187 mA 7750 raé
232¢. 70V 6% 9% | 89 mA 600 mA |
D26A 7L7°16% 7282 i mA 500 mA
27764 8ivibh 6 53 7C?mA 150 mA

1] bei I, = 70 mA

14. Obrige e(ektr.v Werte nach Sesco- Dafenbuch 7367 , 5. 345 ff.
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1. Eigenschaften | i . f '
1.1 Mechanische Austuhrung o' 1 | ‘r‘[" )'
.11 Gehauseart' JEDEC 10 . 66 3”'w" : !._‘ l
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Metall Tm’l',‘f" - e maxﬁ?_xi. :—’;.fl !
1.1.3.  Gehauseoberflache: Co',r. 5_’-:;‘3;; i”i _.—: £64 . ’;; J__
1.1.4. Anschiufidrahte lotbar vzin/vgot 483" 8§35 i
Formel- Wert l Meflbecingung
2. Grenzwerte zeichen )
121 Kollektor-Basis-Spannung: Ucso % v 0, = °C
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung: Ucso 140 v D, = <C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 7 \ 1 = e
-1.2.4. Koliektorstrom: Ic 10 A f, = °C
125, Verlustleistung: P 0w U; = 100 °C -
1.26 Temperaturbereich (Lagerung):- s =55...+203 . “C .
127 Sperrschichi-Temperatur: 0, -65...4200  °C
128 Lottemperatur: h 246 °C t < > s
1.3. Kennwerte be: 25°¢C
1.3.1. Kollektor-Reststrom: CEX ; 2,5 aA Uce WOV, g = 1,5V »
: ferx N 5,0 = A Uep= 183 V. bg= i5c °C G =15y
1.2.2. Emutter-Reststrom. leao g 0,5 ua Ugg = SV, It =1 :
i.33.  Grenzfreguenz. fr. z 40 MHz Ueeg = 10 v, Ic = LA = 10 MKz
1.3.4. Gleichstrem-Verstarker-Faktor: 8 2 20 Uee= 2,0 Vilc = 2 A
1.3.8. Wechselstrom-Verstarker-Faktor: heg -— Uce = Vile = Al = KHz
135, Kollektor-Sattigungsspannung: Uczoor < 0,60 v e = 2 Alg = 3651 A
S Uctar < Ve = Alg =~ A
1.3.7. ‘Basxs-Samgungssoannung' Uggsar = 1,2 Vol = 2 Alg=10aA
138 fusgangs - Kapazitit : Cob < 2% PF L U= 10 Vilg= g Af= 1,0 MHz
139 Emilter S;.n:nscmcnt-Kapazi:a‘t. Ces pF Ueg = V.l = A f o MHz
1.3.10. Warme-innenwiderstang- Ring S 5,0 °Crw =
1311, Warmewiderstand: Rinu YCimw
. - < . = A )
12312 Einschaltzeit . : t 3 200 ns - - -2 4.
1.3.13 Speicherzeit : - -t i €00 ns Bon = Tsorf = 1602k g =245
1304 Abfallzeit : - ty = 300 ns Ueg = 30 v
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Transistor
PNP Slltzmm

RCA 1 3366

.n" '7;

~C o " 3,05 min..

Jiese Werte sind gegeniber des Datenblatt eigeengt

5,35 max.
jee ‘ s ¢ 3,53 — e o — ol L
8 i R ¢ 3,70 \ :i:_ ;
- Ef , ? \){\ . S 8 a F
- B sig TP ‘;?f o
1. Elgcnod\aﬂcn 255 | | 13.25 | sls 3
1.1. Mechanische Ausfuhrun h . 295
1.11. Gehauseart: JEDEC T10-220 AB P Ll"'- a -—1s:~/:<l°,.m“- ‘
i ~q0 dche
1.1.2. Gehausewerkstoff:  Kunststoff . C ewn A
1.1.3. Gehauseoberfliche: - : f iﬁ 7 . , ',:-IN'
1.14. - Anschlqurahte I6tbar vzm/vgol —6.5 fre— | i.n. .
s I R 8 Formel- ' - Wor? 1.~ ’ 'Meabédiﬁbunq
12 .Grenzwerte ) zeichen
121 Kollektor-Basis-Spannung: -xi Ucso -8 V| 8 %5 °C
122.  Kollektor-Emitter-Spannung: i Uceo -1 VvV | 8 5 °C
123. Emitter-Basis-Spannung: - Ugsa . -1 Vi]d="25 ° -
12.4. Kollektorstrom: Ic -4 Al d,=-5 °C
125. Verlustieistung: Prot 36w | 8= & °C
126. Temperaturbereich (Lagerung): 9 -65...+150 °C ' -
127. Sperrschicht-Temperatur: N Y. °C
1.2.8. Loéttemperatur: 9 45 °C t= 5 o
1.3. Kennwerte bei 25°C - B
. 1311+ KolleKtor-Reststrom: IER §-0,5" “sA | ugg =-50"" v,RgE = 100" @
. ICER $-2,0 mA | UCE=-50 V.Rge -~ 100 Q,vrg - 150 OC
132  Emitter-Reststrom: leso -1,0  aA Ug=-5 V
13.3. -Grenzfrequenz: fy t 0,8 MHz Ucg=-4 Ve =- 0,2 At= 0,1 MHz
134. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 30...:28 Ug=-4 Vilc=-05 A
13.5. Wechseistrom-Verstarker-Faktor: hie - Ucg =- Vg = Af= KHz
136. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucesat i-1,0 vl =-2, 0 Alg=-0,2 A
p e UCEsat * i-05 - v |1 --0,5 Aldy.=:25gA
137. :Basi's-&iﬁerspannmq: Uge i-1,1 Ve =05 Abg=-4 V
13.8. KollektopSperrsdnid!t-Kapazitét; Ccs - pF Ucg = Vg = Af= Mz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitit: Ces - pF Ugg = V.ic = Af= MHz
13.10. Wirme-innenwiderstand: Ring F 3,5 °C/ W
13.11. Wirmewiderstand: Rau s70. °c/' w
1.3.12 “Schal tzei ten: tou 1 s)n us } ua -=30 v’ 'c ._0’5 A, ‘e «50 mA
toff € 15,0 s



Transistor .

RCA 1836; PNP -Silizium - .
sele NN h%%ﬁii_

T =2N6491

T T Neukonstr,
c . 3,05 min. 6,35 max.
$3,53 —
8 ¢3,70 \
! N
~ ° (2]
r € :;-:;-' g &
1. Eigenschaften 255 S, |
1.1 Mechanische Ausfihrung 2'95'——5
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC T0-220 AB :4;3 , ;j/:zrézaekt - ;
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Kunststoff X
1.1.3. Gehduseoberfliche: - T - 2.7 ~la
1.1.4. = AnschiuBdrahte létbar‘vzin/vgol - —ai 6.5 o -.Tni.n.
o Formel- - Wert. MeBbedingung.
1.2. Grenzwerte - zeichen
‘ 121, Kollektor-Basis-Spannung: - Ucso -9 v 8,= B °C
] 122~ Koliektor-Emitter-Spannung: Uceo -8 v |§= 5 c°C
123. Emitter-Basis-Spannung: Ugso -3 Vie= 5 °C
124,  Kollektorstrom: Ic =18 A8, =58 °C
125, Verlustleistung: Piot s W = &5 °C
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): its -65...»150 °C
12.7. Sperrschicht-Temperatur: i «150 °C
1.2.8. Lottemperatur: " ‘45 °C t< 5 s
§- 1.3 Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: v -1 @A Uee =40 Vv
ICBO - A ch 'A 8, = °C
132  Emitter-Reststrom: leso £1,0 A | Ug=-5 V
1.33. Wachsalstros-Verstirker-Faktor: 4 T 25 Ue=-4 Vic=-1 At= 0,1 Mz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B - 20...150 Ueeg=-4 Vice=-5 A
1.35. Gleichstron-Verstirker-Faktors 3 5,0 Ue=-% Vic= 15 Af= KHz
1.36. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucesar 538 v lc =-18 Alg=-5 A
UcEsar 1) 2'0,5- v Ic =- b A, lg = '0,2 A
1.3.7.  Basis-fwi tterspannung: Uge 43 v | =-5 Alg~ -4 V
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitit: Ccs - pF Ucg = V,lg = A, f MHZ
1.3.9. Eminer-Sperrscn[cr:t-Kapazitét: Ces - pF Ugg = Ve = At MHZ
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Rug s 1,67 X/ w
1.3.11. Wirmewiderstand: Ry s 70 °K/ w
1)01' ese Werte sind gegeniber dem Datenblatt eingeschrinkt
1.4. Ubrige elektr. Werte.nach RCA-Daten 1981



